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結果と考察

研究の目的 実験
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CIGS太陽電池の高効率化に関する研究

本研究では、特にCdS/CIGSの

ヘテロ界面品質向上を目指し、
CIGS成膜後にKF表面処理(KF-
PDT: KF-post deposition 
treatment)1-3を行った。

CIGS太陽電池中には、複数のヘ
テロ界面が存在する。これらの界面
品質の改善 and / or 影響の低減
が、太陽電池の性能向上に不可欠
である。

CIGS太陽電池、断面TEM像

[KF過剰供給] 界面品質が低下

Without AR, in house

Without AR, in house

KF表面処理(KF-PDT: KF-post deposition treatment)におけるKF添加量の
最適化を行った。

【供給過剰な場合】

供給量が過剰な場合には、CIGS表面にウィスカー成長や表面腐食等が見ら
れた。また、pn接合品質は劣化し、太陽電池特性は顕著に低下した。

【最適供給条件】

逆方向飽和電流密度（J0）が改善した。（pn接合品質が向上）

CV測定により算出されるキャリア濃度(NCV)が増加した。

→ 開放電圧（VOC)が改善した。
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